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摘 要

由於光纖通訊的蓬勃發展，使得光電元件的需求大增，過去大部分的光電元件都是採用三五族的半導體材料，使得矽質材

料在目前光電積體電路上處於相對弱勢，而由於矽在大自然界的含量豐富、材料取得容易、製程費用不高等優點，這是我

們針對矽質結構深入探討的動機之一。 本文針對在單晶矽/矽鍺金屬-半導體-金屬光檢測器的光電特性做探討，金屬接觸

方面我們用了鎳(Ni)、金(Au)、鉻(Cr)等金屬，金屬電極在對稱(symmetry)與不對稱(asymmetry)的情形下，在元件照光與不照

光的時候，在電流-電壓特性曲線改變的情形。 在檢測器元件的結構方面，我們使用矽與矽鍺的異質接面。金屬電極我們

捨棄一般平面式的電極，進而採用垂直式的電極。實驗的量測結果，金屬電極在不對稱時，暗電流比在對稱時降低許多，

達到我們實驗預期的結果。
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